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(57)【要約】
　半導体ウェハの支持ピン部材である。サセプタは、サ
セプタの上面の上側にウェハを上げるように構成された
少なくとも３つのピンを含む。それぞれの支持ピンは、
上側ピンおよび下側ピンを含み、バヨネットマウントの
形態で即時に解除できる手段により互いに固定されてい
る。上側ピンは、ポリベンゾイミダゾールのような非金
属の材質で形成されている。サセプタは、電気モータま
たは空気圧シリンダにより駆動される持上げ機構により
上下に駆動される。サセプタは、支持ピンに対して相対
的に上下に移動する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面から底面に向けて延びる複数の開口を有する基板支持部材であって、
　複数の支持ピンを備え、複数のそれぞれの支持ピンは、複数の開口のうち一の開口にス
ライド可能に備え付けられ、
　複数のそれぞれの支持ピンは、上側ピンと、下側ピンとを含み、
　上側ピンは、バヨネットマウントよって下側ピンに係止している、半導体基板を処理す
るための基板支持部材。
【請求項２】
　複数のそれぞれの支持ピンは、非金属材料で形成されている、請求項１に記載の基板支
持部材。
【請求項３】
　非金属材料がポリベンゾイミダゾールである、請求項２に記載の基板支持部材。
【請求項４】
　非金属材料がセラミックスである、請求項２に記載の基板支持部材。
【請求項５】
　基板支持部材を上げるまたは下げるための持上げ機構をさらに備える、請求項１に記載
の基板支持部材。
【請求項６】
　持上げ機構は、電気モータによって駆動される、請求項５に記載の基板支持部材。
【請求項７】
　持上げ機構は、空気圧シリンダによって駆動される、請求項５に記載の基板支持部材。
【請求項８】
　支持ピンは、基板支持部材が上げられるまたは下げられる時に、基板支持部材に対して
相対的に鉛直方向に移動するように構成されている、請求項５に記載の基板支持部材。
【請求項９】
　基板支持部材が下げられたときに、複数のそれぞれの支持ピンの上側ピンが基板支持部
材の上面よりも上がるように構成されている、請求項８に記載の基板支持部材。
【請求項１０】
　基板支持部材が上げられた時に、複数のそれぞれの支持ピンの上側ピンが複数の開口の
一つに引っ込められる、請求項８に記載の基板支持部材。
【請求項１１】
　基板支持部材に対して下側に向かって支持ピンを付勢するように構成されている圧縮ば
ねをさらに備える、請求項１０に記載の基板支持部材。
【請求項１２】
　基板支持部材が加熱器の上側に取り付けられている、請求項１に記載の基板支持部材。
【請求項１３】
　基板支持部材が容器の内部に配置され、
　基板支持部材は、加熱器の下側にコネクタをさらに備え、
　コネクタは、容器の床に固定されている基材に接続されている、請求項１に記載の基板
支持部材。
【請求項１４】
　コネクタおよび基材が薄ナットにより接続されている、請求項１３に記載の基板支持部
材。
【請求項１５】
　基板支持部材を加熱するように構成されている輻射加熱器をさらに備える、請求項１に
記載の基板支持部材。
【請求項１６】
　複数のそれぞれの支持ピンは、ピン頭部の上面が基板支持部材の上面より下側になるよ
うに、基板支持部材の開口の内部に着座されるように構成されているピン頭部を備える、
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請求項１に記載の基板支持部材。
【請求項１７】
　複数のそれぞれの支持ピンは、ピン頭部の上面が基板支持部材の上面とほぼ同一平面に
なるように、基板支持部材の開口の内部に着座されるように構成されている拡大ピン頭部
を備える、請求項１に記載の基板支持部材。
【請求項１８】
　複数のそれぞれの支持ピンは、基板が基板支持部材の上面から上げられ、または、上面
に下げられる間に、基板支持部材の上面より上側に位置するように構成されているピン頭
部を備える、請求項１に記載の基板支持部材。
【請求項１９】
　ばねと上側ピンの下部に配置されているコネクタとをさらに備え、
　ばねは、下側ピンに対する相対的な上側ピンの回転に抵抗するために、コネクタを付勢
して、さらに下側ピンの溝に係止するように構成されている、請求項１に記載の基板支持
部材。
【請求項２０】
　上側および下側ピンは、係止するために互いに相対的に１８０°よりも小さく回転する
ように構成されている、請求項１９に記載の基板支持部材。
【請求項２１】
　上側および下側ピンは、係止するために互いに相対的に３６０°よりも小さく回転する
ように構成されている、請求項１９に記載の基板支持部材。
【請求項２２】
　上面から底面に向かって延びる複数の穴を有するサセプタを準備する工程と、
　複数のそれぞれの穴に上側ピンを通す工程と、
　略３６０°よりも小さく上側ピンおよび下側ピンのうち一のピンを回転することにより
、それぞれの上側ピンを、上側ピンの下側の下側ピンに係止する工程と
を含む、複数の支持構造を有する半導体基板支持部材の組み立て方法。
【請求項２３】
　略１８０°より小さく上側ピンおよび下側ピンのうち一のピンを回すことにより、それ
ぞれの上側ピンを下側ピンに係止する工程を含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　略９０°より小さく上側ピンおよび下側ピンのうち一のピンを回すことにより、それぞ
れの上側ピンを下側ピンに係止する工程を含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　それぞれの上側ピンは、下部に位置するコネクタを含み、
　係止する工程は、回転の前に下側ピンの下側に位置するばねを圧縮しながら、下側ピン
の上面の隙間にコネクタを挿入する工程を含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２６】
　係止する工程の後に、コネクタが、隙間に対して略３６０°より小さい位置にある溝に
対して付勢されている、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　隙間が鉛直方向に延び、溝が水平方向に延びている、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　上側ピンがポリベンゾイミダゾールで形成されている、請求項２２に記載の方法。
【請求項２９】
　ヒータの上側にサセプタを備え付ける工程を含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項３０】
　サセプタを加熱するように構成されている輻射加熱器を配置する工程をさらに含む、請
求項２２に記載の方法。
【請求項３１】
　上下動するように構成された持上げ機構にサセプタを接続する工程をさらに含む、請求
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項２２に記載の方法。
【請求項３２】
　持上げ機構がサセプタを上げたときに、上側ピンがサセプタの上面よりも下側に位置す
る、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　持上げ機構がサセプタを下げたときに、上側ピンがサセプタの上面よりも上側に位置す
る、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　基板支持部材が上げられ、または下げられたときに、上側および下側ピンは、基板支持
部材に対して相対的に鉛直方向に移動する、請求項３１に記載の方法。
【請求項３５】
　基板支持部材が上げられたときに、ばねは、基板支持部材に対して相対的に下側に向か
って上側および下側ピンを付勢する、請求項３１に記載の方法。
【請求項３６】
　サセプタおよび上側ピンは、互いに相対移動するように構成されている、請求項２２に
記載の方法。
【請求項３７】
　上面から底面に向けて延びる複数の開口を有するサセプタを備え、
　サセプタは複数の支持ピンを含み、
　複数のそれぞれの支持ピンは、複数の開口のうち一の開口にスライド可能に備え付けら
れ、
　複数のそれぞれの支持ピンは、上側ピンおよび下側ピンを含み、
　上側ピンは、即時に解除できる機構によって下側ピンに係止され、
　持上げ機構は、サセプタを上下動するように構成され、
　さらに、加熱器を備え、
　基板支持部材は、加熱器の上側に備え付けられている、半導体基板を処理するための処
理工具。
【請求項３８】
　処理工具は、原子層堆積を行うように構成されている、請求項３７に記載の処理工具。
【請求項３９】
　複数のそれぞれの支持ピンは、非金属材料で形成されている、請求項３７に記載の処理
工具。
【請求項４０】
　非金属材料は、ポリベンゾイミダゾールである、請求項３９に記載の処理工具。
【請求項４１】
　非金属材料は、セラミックスである、請求項３９に記載の処理工具。
【請求項４２】
　持上げ機構は、電気モータによって駆動される、請求項３９に記載の処理工具。
【請求項４３】
　持上げ機構は、空気圧シリンダによって駆動される、請求項３７に記載の処理工具。
【請求項４４】
　支持ピンは、サセプタが上下動するときに、基板支持部材に対して相対的に鉛直方向に
移動するように構成されている、請求項３７に記載の処理工具。
【請求項４５】
　サセプタは、サセプタが上下動する間に、基板支持部材に対して相対的に鉛直方向に移
動するように構成されている下側の台部材およびばねをさらに含む、請求項３７に記載の
処理工具。
【請求項４６】
　サセプタは容器の内部に配置され、
　サセプタは、さらに、加熱器の下側にコネクタを含み、
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　コネクタは、容器の床に固定されている基材に接続されている、請求項３７に記載の処
理工具。
【請求項４７】
　コネクタおよび基材は、薄ナットで接続されている、請求項４６に記載の処理工具。
【請求項４８】
　複数のそれぞれの支持ピンは、ピン頭部の上面が基板支持部材の上面と略同一平面状に
なるように、開口の内側に着座されるように構成されたピン頭部を含む、請求項３７に記
載の処理工具。
【請求項４９】
　複数のそれぞれの支持ピンは、基板が基板支持部材の上面から上げられ、または、上面
に下げられている間に、基板支持部材の上面の上側に位置するように構成されているピン
頭部を含む、請求項３７に記載の処理工具。
【請求項５０】
　即時に解除できる機構は、バヨネットマウントを含む、請求項３７に記載の処理工具。
【請求項５１】
　それぞれの支持ピンは、ばねおよび上側ピンの下部に配置されているコネクタをさらに
備え、
　ばねは、下側ピンに対する相対的な上側ピンの回転に抵抗するために、コネクタを付勢
して、さらに、下側ピンの溝に係止するように構成されている、請求項５０に記載の処理
工具。
【請求項５２】
　上側および下側ピンは、係止するために互いに相対的に１８０°よりも小さく回転する
ように構成されている、請求項５１に記載の処理工具。
【請求項５３】
　上側および下側ピンは、係止するために互いに相対的に３６０°よりも小さく回転する
ように構成されている、請求項５１に記載の処理工具。
【請求項５４】
　半導体処理のためにウェハ支持部材の開口にスライド可能に備え付けられているウェハ
支持ピンであって、
　支持ピンは、拡大ピン頭部とピン頭部から下側に向かって延びる上側ピンシャフトとを
有する上側ピンと、
　バヨネットマウントにより上側ピンに係止するように構成されている下側ピンと
を含む、ウェハ支持ピン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、2005年１月18日に提出の米国仮出願NO.60/645581、および2005年2月24日
に提出のUS仮出願No.60/656832の優先権を主張する。
【０００２】
　発明の分野は、一般的に半導体の製造に関し、より特定的には半導体基板を処理するた
めの半導体基板の保持部材に関する。
【背景技術】
【０００３】
　半導体処理工程には、典型的には、様々な処理工具が用いられる。このような処理工具
は、堆積装置、フォトリソグラフィー装置、研磨装置等を含む。これらの装置のうち、全
てではないが、ほとんどの装置は、処理のために半導体基板を保持するための保持機構と
して公知の物を使う。基板保持部材または支持部材は、基板保持部材の上面から軸方向の
上側に向かって延びる複数の（好ましくは、少なくとも３本の）支持ピンを含む。支持ピ
ンは、処理を行っている時には静止することができ、基板保持部材の上面から半導体基板
を上げ、または、上面に降ろすことができる持上げピンである。支持ピンの上面は、半導
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体基板の下面または底面（裏側）に接触するように構成されている。処理（たとえば、堆
積や研磨など）は、典型的には、半導体基板の上面または上側の表面に対して行われる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　多くの半導体処理装置は、反応容器の内部に基板支持部材を有する単一のウェハを処理
する種類である。基板またはウェハの処理は、典型的には、基板支持部材またはサセプタ
の上の基板を加熱しながら行われる。単一のウェハを処理する種類の装置おける典型的な
サセプタは、高い熱伝導度を有する金属またはセラミックスで形成されている皿形状の胴
体部を有し、サセプタの内部に電気加熱器のような内臓式の加熱要素を有する。
【０００５】
　基板の裏側の特定の領域は、一以上の処理工程中、および／または処理工程後に微粒子
の汚染を受けることがある。そのような汚染は、基板の欠陥に至るか、または、欠陥を生
じることがある。微粒子は、また、反応容器の中で処理環境を汚染し、このことは、代わ
りに容器の内部で処理が行われる基板を汚染しうる。
【０００６】
　微粒子は、基板支持部材が組み立てられるときに生じることがある。例えば、支持ピン
を有する基板支持部材は、典型的に、組立てのための操作工具（例えば、レンチ）を必要
として、このことは微粒子の発生を増加させる。支持ピン部材で用いられる材料は、ピン
および案内部材の擦り剥きも生じて、これによっても微粒子の発生を増加させる。しばし
ば、支持ピンのピン頭部と胴体との間には、ねじ込みの境界がある。そのようなねじ込み
の設計では、典型的には、処理圧力を上昇することに起因するピンのピン頭部と胴体との
間のねじ込み接続における望ましくない捕獲ガスを放出するための真空通気穴が必要とな
る。これらの通気穴は、不幸にも、生じる微粒子や汚染物質を生じる可能性がある。さら
に、金属で形成されているピン頭部は、金属が金属汚染物を放出する可能性があるために
望ましくなく、このことは、半導体処理において望ましくない。支持ピンには、チタンで
形成されているものがあり、この支持ピンは、チタンを保護するためおよび基板の受動的
な表面を形成するために、チタンのピンを覆うアルミナの不動態層が必要となるであろう
。
【０００７】
　基板支持部材は、化学気相成長（ＣＶＤ）および原子層堆積（ＡＬＤ）容器のような堆
積容器で用いられる。ＡＬＤ処理は、等角的な堆積層の利点を有する。しかしながら、Ａ
ＬＤ工程は、連続する自己飽和パルスが必要であるという特別な問題がある。ＡＬＤ工程
においては、ＡＬＤの等角の利点を損なうＣＶＤのような反応を避けるために、時間内に
反応物質を分離して一定間隔で行うことが重要である。たとえば、ＡＬＤ工程においては
、一つのパルスからの捕獲ガスは、それの捕獲ガスから漏れて、または拡散して、ＣＶＤ
のような反応により微粒子および不均一を生じながら、他のパルスと反応しうる。
【０００８】
　上記で議論したように、工具の必要性と基板支持部材の部品の材質の選択は、基板支持
部材の製造や組み立てを複雑にする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　一の態様の発明では、半導体基板を処理するための基板支持部材が提供される。基板支
持部材は、上面から底面まで延びる複数の開口を有する。基板支持部材は、複数のピンを
含む。複数のそれぞれの支持ピンは、複数の開口のうち一つにスライド可能に備えつけら
れている。複数のそれぞれの支持ピンは、上側ピンと下側ピンとを含む。上側ピンは、バ
ヨネットマウントによって下側ピンに係止されている。
【００１０】
　他の態様の発明では、複数の支持構造を有する半導体基板の支持部材を組み立てるため
の方法が提供される。上面から底面まで延びる複数の穴を有するサセプタが提供される。



(7) JP 2008-533697 A 2008.8.21

10

20

30

40

50

上側ピンは、複数のそれぞれの穴を通り、それぞれの上側ピンは、略３６０°よりも小さ
く上側ピンおよび下側ピンを回転することにより、上側ピンの下側の下側ピンと係止され
る。
【００１１】
　さらに他の態様の発明では、半導体基板を処理する処理工具が提供される。処理工具は
サセプタと、持上げ機構と、加熱器とを備える。サセプタは、上面から底面に延びる複数
の開口を有する。サセプタは、複数の支持ピンを含み、複数のそれぞれのピンは、複数の
開口の一つにスライド可能に備え付けられ、複数のそれぞれの支持ピンは、上側ピンと下
側ピンとを含み、上側ピンは、即時に解除できる機構によって下側ピンと係止されている
。持上げ機構は、サセプタを上げる、または下げるように構成されている。
【００１２】
　他の態様の発明では、半導体処理のためにウェハ支持部材の開口にスライド可能に備え
つけられているウェハ支持ピンが提供される。支持ピンは、拡大ピン頭部とピン頭部から
下側に向かって延びる上側ピンシャフトとを有する上側ピンを含む。下側ピンは、バヨネ
ットマウントによって上側ピンと係止するように構成されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　これらの態様および他の態様の発明は、次の説明および添付の図（正確な縮尺ではない
）から容易に明らかであるが、これらは、本発明の例示であり、本発明を限定しないこと
が意図される。
【００１４】
　次の好ましい形態および方法の詳細な説明は、請求の範囲を理解するときに助けとなる
ある特定の形態の説明を提供する。しかしながら、請求の範囲で定義および包括されるよ
うに多くの異なる形態および方法で、この発明が実施されるであろう。たとえば、好まし
い形態において即時に解除できる接続機構はバヨネット機構である一方で、熟練した当業
者は、他の即時に解除できる機構は、ねじやボルトを用いずに手で操作できることを理解
するであろう。
【００１５】
　説明の目的のために、より特定的に図を参照すると、本発明は図面に一般的に示される
装置で具体化される。ここで開示される基本的な構想から逸脱することはせずに、装置は
構成および詳細な部分に関して変化することが理解され、また、方法は特定の工程および
順序に関して変化することが理解される。
【００１６】
　ＡＬＤ工程において、ガスの分配は、反応の分離を維持するために用いられる。ＡＬＤ
における反応物質は、ＣＶＤにおける反応のように混合されない。さらに、ＡＬＤ容器に
おいては、パルスの間に行う除去または浄化工程と共に、交互にかつ連続して起きるパル
スのために、反応物質を分配する制御が計画されている。１サイクルで略一層よりも少な
い分子の単分子層が堆積されるように、自己飽和吸着および反応を確実に行うために、温
度は、反応物質に依存するが、典型的には１００℃から５００℃の間で維持される。
【００１７】
　図１A～１Cで実施の形態が示される。図１Aに示されるように、基板支持部材（例えば
サセプタまたはチャック）１１０は、基板（図示せず）をその上に支持するように構成さ
れている。基板支持部材１１０は、好ましくは、基板支持部材１１０の支持ピン開口また
は穴１３０の中に、スライド可能に備え付けられている少なくとも３つの支持構造または
ピン１２０を含む。一般的に、基板支持部材１１０の機械的な複雑さを最小限にするため
に、支持ピンの数を最小限にすることが好ましい。好ましい形態においては、基板支持部
材１１０は、それぞれが基板支持部材１１０の周りに半径方向に１２０°離れて配置され
ている３本の支持ピン１２０を含む（図１Dおよび１E参照）。熟練した当業者は、支持ピ
ン１２０が基板支持部材１１０の中心近く、または縁の近くに配置されていてもよいこと
を理解するであろう。図１Dおよび１Eに示され説明される形態では、支持ピン１２０は、
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基板支持部材１１０の中心と縁との中ほどに位置している。支持ピン１２０は、基板支持
部材１１０の上側から基板を離すために、基板のための平面的な支持台を定める。好まし
い形態においては、基板支持部材１１０は、チタンで形成されている。他の代わりの形態
において、基板支持部材１１０は、ステンレス鋼、アルミニウム、シリコン、アルミナ（
セラミックス）、ニッケル、ニッケル合金（例えばInconel（登録商標）、Hastelloy（登
録商標））などで形成されていても構わない。
【００１８】
　説明される形態においては、基板支持部材１１０は、加熱器１３５の上側に備えつけら
れている。加熱器１３５は、基板支持部材１１０の中心で、シャフト１８０（図１Dおよ
び１E参照）に接続されている。シャフト１８０は、モータ駆動の送りねじによって上下
に駆動され、下記でより詳しく説明される。図１A～１Cに示されるように、開口１３０は
、基板支持部材１１０および加熱器１３５の両方を通じて延びている。
【００１９】
　載置および取り外す間に、基板支持部材１１０の上面の上側に基板を上げるための支持
ピン１２０を用いることにより、ロボットまたはウェハ操作アームが基板支持部材１１０
の上面に接触することがなく、これにより、基板および基板支持部材１１０に損傷を与え
る可能性を最小限にする。熟練した当業者は、基板を載置または取り外すときに、支持ピ
ン１２０により基板の下側に到達する輸送フォークやへらを用いても構わなくなることを
理解するであろう。基板を載置／取り外すために支持ピン１２０を用いることにより、基
板は吸引により取り上げることが難しくなる固着する問題、および基板が降されるときに
捕獲ガスの上に滑る問題も防ぐことができる。
【００２０】
　図１Ａに示されるように、矩形コネクタ１４０が加熱器１３５および支持ピン１２０の
下側に配置される。矩形コネクタ１４０は、好ましくはねじにより、基材１６０に接続さ
れ、処理容器の床に固定される。基板支持部材１１０は、たとえば、電気的または空気圧
で基板支持部材１１０を上下に駆動するモータまたは空気シリンダのような持上げ機構１
７０（図１Ｄ参照）によって、上下に移動する。好ましい形態において、持上げ機構１７
０は、電気モータに接続された送りねじによって駆動される。熟練した当業者は、一の形
態において、持上げ機構は空気圧式の駆動装置によって駆動されることを理解するであろ
う。
【００２１】
　拡大斜視図である図１Ｂおよび側方から見た断面図である図１Ｃを参照して、基板支持
部材１１０は、支持部材１１０の上面から加熱器１３５の底面まで、基板支持部材１１０
を通るように延び、整列されている支持ピン開口または穴１３０を有する。それぞれの開
口１３０は、好ましくは、略６ｍｍ以上略１０ｍｍ以下の直径を有する。支持ピン１２０
は、それぞれの開口１３０にスライド可能に備え付けられ、基板を上げ、および／または
、下げるように構成されている。図１Ｃに示されるように、それぞれの支持ピン１２０は
、開口１３０の内部で滑るように配置されている。下記に、より詳細に説明されるように
、基板が基板支持部材１１０に載置され、または取り外されるときには、スライド可能な
支持ピン１２０は、基板支持部材１１０の開口１３０から上昇して基板を上下動する。
【００２２】
　それぞれの支持ピン１２０は、好ましくは、図１Ｃで最もよく見られるように、下降し
たときに基板支持部材１１０の上部の窪み１３０Ａに着座する略円柱の表面のピン頭部１
２０Ａを有する。ピン頭部１２０Ａは、支持ピン１２０の胴体１２０Ｂの直径よりも大き
な直径を有することが好ましい。支持ピン１２０の胴体１２０Ｂの直径は、支持ピン１２
０が開口１３０の内壁に接触することにより摩滅せずに開口１３０の内側で滑るように、
開口１３０の直径よりもわずかに小さいことが好ましい。支持ピン１２０は、基板を上げ
る、および／または下げるために、基板支持部材１１０に対して相対的に上げられたり、
および／または下げられたりする。
【００２３】
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　図１Ａ～１Ｃ、２Ａおよび２Ｃに示される形態においては、支持ピン１２０は、僅かに
細くなる（ピンシャフトまたはピン胴体１２０Ｂに向かって幅が徐々に小さくなる）ピン
頭部１２０Ａを有する。図１Ｃに示されるように、ピン頭部１２０Ａが「取り外される」
ときに引き込まれる基板支持部材１１０の窪みまたは開口１３０Ａについても、徐々に細
くなっている。説明された形態では、窪み１３０Ａが徐々に細くなり、また、ピン頭部１
２０Ａの係合する表面も徐々に細くなっているので、ピン頭部１２０Ａの係合する表面は
、窪み１３０Ａの表面と係合して、開口１３０を通じるガス流れを抑制する。熟練した当
業者は、開口を通じたガス流れを抑制することにより、基板の裏面の汚染の恐れを最小限
にすることを理解するであろう。
【００２４】
　熟練した当業者は、支持ピン頭部１２０は、説明された形態で示されるように、下げら
れた位置において対応する窪み１３０Ａの徐々に細くなる表面に係合する細くなる表面が
形成されていることを理解するであろう。窪み１３０Ａは、代わりに、円柱形のピン頭部
１２０Ａに係合する表面を有するように形成されていても構わない。
【００２５】
　図１Ｂおよび１Ｃに示されるように、それぞれの支持ピン１３０は、上側ピン１２２お
よび下側ピン１２４を含み、好ましくは、バヨネットマウントの手段によって係止してい
る。上側および下側ピン１２２，１２４は、好ましくは、上側および下側ピン１２２，１
２４が技術者により互いに回転されたときに、好ましくは３６０°より小さく回転された
ときに、互いに係止して固定され、また、圧縮ばね機構１２８、例えば圧縮ばねからのば
ね力は、上側および下側ピン１２２，１２４が離れるように付勢する。好ましくは、回転
は１８０°よりも小さく、説明される形態においては略９０°である。
【００２６】
　図２Ａは、上側ピン１２２の側面図であり、図２Ｃは、図２Ａに示される上側ピンを９
０°回転したときの側面図である。図２Ａ～２Ｃに示されるように、上側ピン１２２はコ
ネクタ１２５を有し、下側ピン１２４の内部で隙間１２７および溝１２９に係止するよう
に構成されている（図３Ａおよび３Ｂ参照）。図２Ｂは、図２Ａの円Ａに示されるコネク
タ１２５の詳細図である。
【００２７】
　図３Ａおよび図３Ｂは、下側ピン１２４の斜視図であり、図３Ｂは、図３Ａの斜視図を
約９０°回転したときの斜視図である。図３Ｃは、下側ピン１２４の側面図である。熟練
した当業者は、コネクタ１２５が隙間１２７に挿入された後に（上側および下側ピン１２
２，１２４を押してばね１２８を圧縮することにより）、上側ピン１２２または下側ピン
１２４のいずれかが、好ましくは約９０°回転したときに、上側ピン１２２が下側ピン１
２４から離れるように付勢される。コネクタ１２５は、約９０°回転した後に、ばね１２
８により下側ピン１２４の溝１２９の上面に対して静止するように付勢される。圧縮ばね
１２８は、上側ピン１２２と下側ピン１２４とを所定の位置に固定する（図１Ｃ参照）。
この回転した位置では、溝１２９の外側にばね１２８の抵抗に対して押し下げて、ばね１
２８を解放するために反対方向に９０°回転しなければ、上側ピン１２２は、下側ピン１
２４から係止を外すことはできない。熟練した当業者は、この形態において、上側および
下側ピン１２２，１２４を結合するために工具は必要なく、また、即時に解除できる機構
（バヨネットマウント）およびばね１２８は、上側および下側ピン１２２，１２４の間の
ねじの境界の必要性を排除して、この結果、望ましくない微粒子の生成を最小限にして、
据え付けや交換を非常に簡易にすることを理解するだろう。
【００２８】
　上側ピン１２２は、図１Ａ～１Ｃ、２Ａおよび２Ｃに示されるように、好ましくは拡大
頭部１２０Ａを有し、好ましくは、米国ノースカロライナ州CharlotteのＰＢＩ Performa
nce Products, Inc. の商標であり、商業的には米国ペンシルバニア州のQuadrant Engine
ering Plastic Products of Readingから入手できるCelazole（登録商標）のようなアモ
ルファスポリマーＰＢＩ（ポリベンゾイミダゾール）材料で形成されている。ＰＢＩ材料
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は、高い耐熱性を有するために望ましい。ＰＢＩ材料で形成されている上側ピン１２２は
、非金属のピン頭部１２０Ａを提供して、基板の裏面のピン頭部１２０Ａからの金属の汚
染を防止する。ＰＢＩピン頭部１２０Ａは、また、アルミナの不動態層の必要性を排除す
る。下側ピン１２４も、好ましくはＰＢＩ材料で形成されている。下側ピン１２４の代替
の非金属材料は、これに限られないが、Torlon、Semitron、Peek、Ultem、VespelおよびE
rtalyteなどのセラミックス（例えばアルミナ）およびエンジニアリングプラスチックを
含む。下側ピンは、チタンやステンレス鋼のような金属でも構わない。
【００２９】
　説明された形態においては、下側ピン１２４は、図１Bおよび１Cに示すように、圧縮ば
ね１２８に係止するように構成されている。説明された形態の位置決めねじのような取付
け手段１３１は、取り付けに先立って下側ピン１２４の内部で所定の位置に圧縮ばね１２
８を固定する。図１Cに示すように、圧縮ばね１２８は、下側ピン１２４の中心の穴に合
う。
【００３０】
　上述したように、支持ピン１２０は、持上げ機構１７０に制御されることにより、基板
支持部材１１０が下側および上側に駆動したときに、それぞれ、基板支持部材１１０の上
面の上側に上昇したり、窪み１３０Aの内側に着座したりするように構成されている。上
記で議論したように、例えばモータや空気シリンダのような持上げ機構１７０は、電気的
または空気圧によって、基板支持部材１１０を上下に駆動する。好ましい形態では、持上
げ機構１７０は、電気モータに接続された送りねじによって駆動される。熟練した当業者
は、一の形態において、持上げ機構が空気圧式の駆動装置によって駆動されることを理解
するであろう。
【００３１】
　図１Aに示されるように、好ましい形態において、矩形コネクタ１４０は、容器に対し
て相対的に静止している。薄ナット１５０（矩形コネクタ１４０と基材１６０との接続を
調整するまたは動かないようにする）は、矩形コネクタ１４０と基材１６０との間に配置
される。基板支持部材１１０の上面より上側の上げられた位置から支持ピン１２０を下げ
るためには、持上げ機構１７０が基板支持部材１１０を上側に駆動する。はじめに、基板
支持部材１１０を上側に向かって移動すると、ばね１２６が支持ピン１２０（台部材また
はコネクタ１４０に対して相対的に静止している）を付勢して、基板支持部材１１０の窪
み１３０Aに引き込むまたは下がる。ピン頭部１２０Aは、皿穴の窪み１３０Aに置かれ、
また、反応性ガスから穴１３０を封じている間、支持部材１１０に対してさらに下がるこ
とはできない。容器を密封するために支持部材１１０の上側への移動を継続することによ
り、ピン１２０は支持部材１１０と共に移動する。
【００３２】
　窪み１３０Aに着座した下げられた位置から支持ピン１２０を上げるために、基板支持
部材１１０は、図１Dに示される持上げ機構１７０により下側に向かって駆動される。は
じめに、支持ピン１２０（ばね１２６により引き抜かれた位置に付勢されている）は、容
器を開けるときに基板支持部材１１０と共に下側に向かって移動する。下側への移動を継
続すると、それぞれの支持ピン１２０の底面が矩形コネクタ１４０に接触する。図１A～
１Cに示すように、支持ピン１２０が矩形コネクタに接触すると、支持ピン１２０の下部
を取り囲むばね１２６が圧縮される。基板支持部材１１０が持上げ機構により下側に駆動
されてばね１２６が圧縮されると、ばね１２６は、基板支持部材１１０が次回上げられた
ときにピン１２０が相対的に下がることを容易にする回復力を得る。したがって、ばね１
２６と、ピンを下側に移動するための矩形コネクタ１４０により提供される台部材または
床との連係は、ピンがコネクタ１４０により形成される台に相対的に固定されることを必
要とせずに、また、短いピン１２０の使用を許容することなしに、基板支持部材１１０が
上下に移動する間に、ピンが基板支持部材１１０に対して相対的に移動することを許容す
る。ピン１２０の固定は、載置および取り外す間の基板支持部材１１０の横方向のいかな
る移動の場合にも、ピン１２０が容器に対して横方向に移動してピンが破損することを防
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止する。説明した処理では、ピン１２０は、基板支持部材１１０のどのような小さな横方
向の移動であっても共に横方向に移動するであろう。
【００３３】
　図１Dは、加熱器１３５および持上げ機構１７０の拡大斜視図である。図１Ｅは、加熱
器１３５および加熱器１３５の中心から下側に向かって延びるシャフト１８０の斜視図で
ある。図１Ｄに示されるように、加熱器１３５は、持上げ機構１７０に取り付けられてい
る。説明された形態においては、シャフト１８０は、持上げ機構１７０の蛇腹部品１９０
の内部に嵌り、蛇腹部材１９０の内側の基体で持上げ機構１７０に取り付けられる。持上
げ機構１７０は、処理容器の底の床に固定されることが好ましい。熟練した当業者は、蛇
腹部品１９０が処理容器の底で密封を形成することを理解するであろう。
【００３４】
　支持ピン１２０が下げられると支持ピン１２０が引っ込められ、支持ピン１２０のピン
頭部１２０Aが支持ピン開口１３０の窪み１３０Aに着座して、また、基板が基板支持部材
１１０の上面で静止するための基板が載置される基板支持部材１１０の上面において、支
持ピン１２０の上面が僅かに凹む（または他の形態においては、上面と同一平面状になる
）。
【００３５】
　図１Cは、支持ピン１２０が窪み１３０Aの内部に引き込められることを説明する。好ま
しくは、反応性ガスが開口または穴１３０の内部に、および穴１３０を通じて流れること
ができないように、支持ピン頭部１２０Aが、窪み１３０Aに密接しながら着座して密封を
形成する。ここでは、反応性ガスは、捕獲されて基板の裏面を汚染しうる、または、外側
に拡散されて他の反応性ガスと混合して、ＣＶＤで生成される微粒子によりウェハを汚染
して不均一にする。それぞれの支持ピン頭部１２０Aは、好ましくは、基板の裏面の汚染
を防止するために基板の処理中に基板支持部材１１０の開口を通じてガスが流れることを
抑制するように、開口１３０の窪み１３０Ａの対応する表面に係合する。さらに、いくつ
かの形態においては、基板支持部材１１０の表面を同一平面状にすることにより、基板の
処理を一様にするための一様な基板支持部材の表面を提供する（たとえば、一様に加熱さ
れる）。支持ピン１２０は、典型的には、基板の処理中に下げられた位置であることが理
解されるであろう。付加的なばね１２６は、支持ピン１２０が支持部材１１０に対して下
げられた位置である時に、密閉を形成するために基板支持部材１１０の窪み１３０Ａの下
側の表面に向かってピン頭部１２０Ａを引く。
【００３６】
　図１Ｃに示される支持ピン頭部１２０Ａの設計、および対応する皿穴の窪み１３０Ａは
、これらが基板支持部材１１０の正確な位置に予想通りに下げられて低くなったときに、
支持ピン１２０の停止位置も提供し、ここで、ピン頭部１２０Ａは、基板支持部材１１０
の上面と同一平面状である。上記で議論したように、支持ピン１２０は、下げられたとき
に、基板を一様に加熱する予想された同一平面状の表面を有する基板支持部材１１０を提
供する。
【００３７】
　上げられた位置においては、支持ピン１２０は、好ましくは基板支持部材１１０の上面
から略０．１００以上１．０インチ以下の範囲で、より好ましくは略０．２以上０．８イ
ンチ以下の範囲で、基板を基板支持１１０の上面の上側に離し、さらに好ましくは略０．
６インチ（１５ｍｍ）の高さで、基板支持部材１１０の上面から基板を離す。
【００３８】
　説明された形態においては、基板支持部材１１０は、たとえば基板支持部材１１０の下
側の抵抗加熱器１３５により加熱される。他の形態においては、基板ホルダ１１０は、反
応容器の外側に取り付けられた輻射加熱器によって輻射的に加熱される。このような輻射
的な加熱の形態においては、基板の加熱のために、および基板の表面の化学堆積を触媒す
るために、複数の輻射加熱ランプが反応容器の外側の周りに配置されることが好ましい。
いくつかの形態においては、反応容器の上側の壁部の外側に、細長い上側加熱ランプの集
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うに配置される。他の形態においては、密集した配列の熱ランプが基板支持部材１１０の
下側から上側に向かって配置される。このようなランプの配置は、ＣＶＤ反応容器に採用
され、商業的には、商標名EPSILON（登録商標）で、アリゾナ州PhoenixのASM America, I
ncから入手することができる。
【００３９】
　いくつかの形態においては、基板支持部材１１０は、基板の処理中に基板を回転させる
ために回転可能に形成されている。基板支持部材１１０の回転では、好ましくは、基板支
持部材１１０および加熱器１３５から延びる回転シャフトに取り付けられた回転駆動装置
により駆動されることが好ましい。熟練した当業者は、処理中に基板を回転することは、
加熱や反応性ガスを確実に一様にすることに役立ち、その結果、処理される基板の一様性
を促進することを理解するだろう。
【００４０】
　ここに記載された形態は、ピンの即時に解除できる機構を用いながら、容易に組み立て
られることが理解される。技術者は、上側ピン１２２を下側ピンに挿入することにより、
また、容器の中に基板支持部材１１０を配置した後に回転することにより、基板支持部材
１１０および支持ピン１２０の装置を組み立てる。熟練した当業者は、基板支持部材１１
０に支持ピン１２０を組み立てるために工具を必要としないことを理解するであろう。組
み立てにおいて工具が排除されることにより、支持ピン１２０と開口１３０が擦れること
により生じる微粒子の量が減少する。さらに、説明された形態のピン頭部１２０Ａは、基
板との金属接触を防ぎ、開口１３０の潜在的な捕獲の場所を密封する。
【００４１】
　この発明は、ある種の好ましい形態と例との関連で開示されているが、この分野におけ
る熟練した人は、本発明が特定的に開示された形態を越えて、他の代替の形態および／ま
たは発明の使用および明らかな発明の改変まで広がることを理解するであろう。このよう
に、この中で開示されている本発明の範囲が、上記に記載された特定の開示された形態に
限られるべきでないことが意図され、特許請求の範囲を公正に理解することによってのみ
決定されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１Ａ】実施の形態における支持ピンを有する基板支持部材の斜視および部分断面図で
ある。
【図１Ｂ】実施の形態における支持部材の穴を通じて延びる支持ピンを有する基板支持部
材の底部の拡大斜視図である。
【図１Ｃ】基板支持部材の下部の支持ピンを切断した側面図である。
【図１Ｄ】実施の形態における加熱器および持上げ機構の拡大斜視図である。
【図１Ｅ】加熱器および加熱器の中心から下側に向かって延びるシャフトの斜視図である
。
【図２Ａ】支持ピンの上側ピン部の側面図である。
【図２Ｂ】図２Aに示される上側ピン部のコネクタの詳細図である。
【図２Ｃ】図２Aに示される上側ピン部を９０°回転したときの側面図である。
【図３Ａ】支持ピンの下側ピン部の斜視図である。
【図３Ｂ】図３Aに示される下側ピン部を９０°回転したときの斜視図である。
【図３Ｃ】図３Aに示される下側ピン部の側面図である。
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